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© Verpackungfureinen Halbleiterchip 
® Verpackung fur einen Halbleiterchip, insbosondere fur 
CSP, uBGA Oder FBGA Verpackungen, mit einer Trager- 
platine aus einem Polyimid, wobei die Tragerplatine ei- 
nen zentral en Schlitz aufweistund auf einer Seite mit Leit- 
bahnen und einem Micro-Ball Grid Array sowie auf der 
anderen Seite neben dem Schlitz mit mehreren Reihen 
von Abstandshaltern, die den Halbleiterchip durch Chip- 
kleben aufnehmen, versehen ist und bei dem die Bond- 
pads linienformig zentral auf dem Halbleiterchip ange- 
ordnet und uber durch den Schlitz gefuhrte Kontaktbruk- 
ken mit den Leiterbahnen auf der Tragerplatine verbun- 
don sind, wobei auf der Tragerplatine (1) auf dor Soito dor 
Abstandshalter (8) ein den Schlitz (5) unmittelbar umge- 
bender Rahmen (9) vorgesehen ist, der die gleiche Hohe 
aufweist, wie die Abstandshalter (8) und der zumindest 
auf dor Chipsoito eino Klebekanto aufweist und dafc dor 
Schlitz (5) und der diesen umgebende Rahmen (9) wenig- 
stens teilweise mit einer Vergufcmasse verfullt ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung fiir einen 
Halbleiterchip, insbesondere fur CSP, uBGA oder FBCtA 
Verpackungen, mit einer Tragerpiatine, wobei die TYager- 5 
platine einen zentralen Schlitz aufweist und auf einer Seite 
mit Leitbahnen und einem Micro-Ball Grid Array versehen 
ist und bei dein die Bondpads linienformig zentral auf dem 
Halbleiterchip angeordnet und iiber durch den Schlitz ge- 
fiihrte Kontaktbriicken mit den Leiterbahnen auf der Trager 10 
platine verbunden sind, 
wobei 

auf der Tragerpiatine auf der Chip zugewandten Seite ein 
den Schlitz unmittelbar urngebender Rahmen vorgesehen 
ist, der zumindest auf der Chipseite eine Klebekante auf- 15 
weist und daB der Schlitz und der diesen umgebende Rah- 
men wenigstens teiiweise mit einer VerguBmasse verfutlt ist. 
[0002] Die US 5,920,118 und die EP 0,810,655 A2 offen- 
baren solche LOC- Verpackungen fiir Ball-Grid- Arrays. Als 
Beispiel fur mehrere Reihen von Abstandshaltern, die einen 20 
Chip aufhehmen und die unterschiedliche Temperaturaus- 
dehnungskoeffizienten ausgleichen, sei die JP 11 097 569 A 
angefuhrt 

[0003] Derartige Verpackungen, bei denen der Zwischen- 
raum zwischen Halbleiterchip und Tragerpiatine zumindest 25 
teiiweise mit einem Silikon ausgefullt ist, mUssen extreme 
Anforderungen bezuglich StreBabsorption erfullen. Insbe- 
sondere mussen thermisch bedingte Spannungen, bedingt 
durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (CTE) 
eihzelner Komponenten der Verpackung, verhindert, oder 30 
zumindest weitgehend ausgeglichen werden. Eine andere 
gattungsmaBige Verpackung fur einen Halbleiterchip bein- 
haltet eine Tragerpiatine aus einem Poly imid, wobei die Tra- 
gerpiatine einen zentralen Schlitz oder Ausnehmung (Slot) 
aufweist. und auf einer Seite mit Leitbahnen und einem Mi- 35 
cro-Ball Grid Array sowie auf der anderen Seite neben dem 
Schlitz mit mehreren Reihen von Abstandshaltern (Nub- 
bins) zur Aufnahme des Halbleiterchips durch Chipkleben 
versehen ist und bei dem die Bondpads linicnformig zcntral 
auf dem Halbleiterchip angeordnet und iiber durch den 40 
Schlitz gefuhrte Kontaktbriicken mit den Leiterbahnen auf 
der Tragerpiatine verbunden sind. 

[0004] Mit der eingangs beschriebenen Struktur einer Ver- 
packung gelingt es, diese Anforderungen weitgehend zu er- 
fullen, allerdings mit dem Nachteil einer sehr aufwendigen 45 
und zeiuntensiven Herstellungstechnologie. 
[0005] Etwas vereinfacht dargestellt, sind eine Reihe von 
ProzeBschritten bei der oben genannten Verpackung erfor- 
derlich, die zunachst mit der Bereitstellung einer geeigneten 
Tragerpiatine (Polyimidfranie) beginnen. Urn eine groBere 50 
Anzahl von Halbleiterchips gleichzeitig verpacken zu kon- 
nen, ist die Tragerpiatine in eine entsprechende Anzahl von 
voilkommcn identisch strukturicrtcn Einzclbcrcichcn cingc- 
teilt. Jeder Einzelbereich enthalt dabei die notigen Leitbah- 
nen und Kontaktinseln auf einer Seite einerseits und eine 55 
ausreichende Anzahl von Abstandshaltern (Nubbins) zur 
Aufnahme eines Halbleiterchips andererseits. Diese Ab- 
standshalter, auf denen im weiteren HerstellungsprozeB 
dann das Halbleiterchip durch Chipkleben (Diebonden) be- 
festigt wird, dienen der StreBabsorption und insbesondere 60 
dem Ausgleich nicht vermeidbarer thermischer Spannun- 
gen. ttblicherweise werden die Leitbahnen, Kontaktinseln 
und die Abslandshalter durch Drucken auf die Iragerplatirie 
aufgebracht. 

[0006] Um eine leichte Vereinzelung der Einzelbereiche 65 
zu ermoglichen, sind diese mit Aussparungen umgeben, die 
sich nahezu jeweils iiber die gesamte Kantenlange des Ein- 
zelbereiches erstrecken und durch Sollbruchstellen begrenzt 
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sind. Weiterhin ist jeder Einzelbereich mit einem zentralen J 
Schlitz versehen, der den Bondinselbereich des Halbleiter- 
chips freilaBt. Damit konnen nach dem Chipkleben elektri- 
sche Verbindungen von den Bondinseln auf dem Halbleiter- 
chip zu den Leitbahnen auf dem Tragerelement durch Lead- 
bonden oder Drahtbonden hergestellt werden. Die bereits er- 
wahnten Abstandshalter sind auf der Tragerpiatine rasterfor- 
mig in paralielen Reihen angeordnet, die sich parallel zum 
Schlitz erstrecken. 

[0007] Da diese Struktur, die bei CSP, MBGA oder 
FBGA- Verpackungen grundsatzlich ahnlich ist, noch rclativ 
streBempfindlich ist, erfolgt nach dem mechanischen und 
elektrischen Verbinden der Komponenten noch ein Ver- 
schluB samtlicher Hohlraume. Das betrifft insbesondere den 
-mechanisch auBerst empfindlichen Bereich, in dem sich die 
Kontaktbriicken befinden. 

[0008] Dieser VerschluB (Encapsulation) wird ublicher- 
weise mit einem Silikon durchgefuhrt, das sehr dunnflussig 
sein mUB. Das Silikon wird mit einem Dispenser in den 
Bondkanal eingefiillt und verteilt sich infolge der Kapillar- 
wirkung zwischen dem Halbleiterchip und dem Tragerele- 
ment, wobei gleichzeitig die die Abstandshalter mit einge- 
hullt werden. Da das Silikon sehr dunnflussig sein muB, 
wurde dieses auch durch die Aussparungen zwischen den 
Sollbruchstellen flicBcn und nach untcn aus dem Tragerele- 
ment herauslaufen. Da dieser Vorgang unbedingt verhindert 
werden muB, ist es erforderlich, das Tragerelement in einem 
vorbereitenden Schritt auf seiner Unterseite mit einer dun- 
nen Folie zu laminieren. Diese Folie muB einerseits genii- 
gend temperaturstabii sein und muB insbesondere riick- 
standsfrei entfernbar sein. 

[0009] Das erforderliche diinnflussige Silikon besitzt au- 
Berdem noch den Nachteil, daB es nicht moglich ist, einen 
CTE zu realisieren, der mit dem von Silizium vergleichbar 
ist Das liegt daran, daB wegen der erforderlichen Diinnftus- 
sigkeit kaum Zusatzstoffe beigemischt werden konnen. 
[0010] Nach dem schon zeitaufwendigen VerschluB muB 
dann noch eine Entgasung der Anordnung in einer Vakuum- 
kammcr, ein sogenanntes Vakuumwait, vorgenommen wer- 
den. AnschheBend ist dann die Folie wieder zu entfernen 
(ProzeBschritt Peelen), wonach dann die Vereinzelung der 
Einzelbereiche zu einzelnen Bauelementen vorgenommen 
werden kann. 

[0011] Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zu- 
grunde, eine Verpackung fur einen Halbleiterchip zu reali- 
sieren, die mit weniger ProzeBschritten kostengunstiger her- 
gestellt werden kann und mit der eine wesentlich bessere 
StreBabsorption erreicht werden kann. 
[0012] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgaben- 
stellung wird durch den Gegenstand des Anspruchs 1 gelost. 
[0013] Bei einer derartig ausgestalteten Tragerpiatine 
wird beim Verfullen des Bondkanales mit einem Silikon zu- 
vcrlassig verhindert, daB dieses sich auch zwischen dem 
Halbleiterchip und der Tragerpiatine verteilen kann. Das hat 
den erheblichen Vorteil, daB bei der Herstellung der Verpak- 
kung eine Reihe von zeiuntensiven ProzeBschritten einge- 
spart werden kann. Dies sind insbesondere die Schritte La- 
minieren, Vakuumwait und Peelen. Der Rahmen kann ein- 
fach anstelle der dem Schlitz unmittelhar benachbarten 
Reihe von Abstandshaltern auf der Tragerpiatine positio- 
niert werden. 

[0014] Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, daB ein 
Rahmen separat hergestellt wird und anschlieBend mit der 
Tragerpiatine verklebt wird. Eine derartige Arbeitsweise ist 
allerdings nur bei geringen Stuckzahlen sinnvoll, 
[0015] Einfacher ist es naturlich, wenn der Rahmen ent- 
sprechend eines Ausfuhrungsbeispicls der Erfindung ebenso 
wiedie Abstandshalter auf die Tragerpiatine gleichzeitig mit 
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diesert aufgedruckt wird. Damit kann der Fertigungsauf- 
wand auf einem Minimum gehalten werden. 
[0016] Die VerguBmasse kann wie iiblich aus Silikon be- 
stehen, wobei es bei Bedarf nunmehr moglich ist, dick- oder 
dunnflussiges Silikon einzusetzen. Die Verwendung von be- 5 
senders dtlnnflUssigem Silikon ist problemlos, da der Rah- 
men eine ausreichende Abdichtung des Bondkanales ge- 
wahrleistet 

[0017] Andererseits kann der thermische Ausdehnungsko- 
effizient der VerguS masse infolge der erfindungsgemaBen 10 
Ausgcstaltung des Miniaturgchauscs schr gut an den thenui- 
schen Ausdehnungskoeffizienten des Halbleiterchips ange- 
pafit werden. Die in diesem Fall dickflussigere VerguBmasse 
mit schlechten FlieBeigenschaften ist lediglich in den Bond- 
kanal einzufullen, so daB es nicht mehr erforderlich ist, eine 15 
Kapillarwirkung wahrend des Einrullvorganges auszunut- 
zen. 

[0018] Das Einfullen der VerguBmasse in den Boridkanal 
kann rnit einem ublichen Dispenser erfolgen. 
[0019] Die Anpassung des Ausdehnungskoeffizienten der 20 
VerguBmasse an den Ausdehnungskoeffizienten des Halb- 
leiterchips kann einfach dadurch erfolgen, daB der VerguB- 
masse ein ausreichender Anteil an Si-Partikeln beigemischt 
wird. 

[0020] Es ist auch moglich, daB als VerguBmasse cin Glob 25 
Top mit ansich schlechten FlieBeigenschaften verwendet 
wird. 

[0021] Die Fuilhdhe der VerguBmasse ist in dem nach dem 
Chipkleben gebildeten Bondkanal, der durch den Schlitz 
und den Rahmen einerseits und durch das gebondete Halo- 30 
leiterchip andererseits begrenzt wird, vorteilhafterweise so 
hoch zu wahlen, daB mindestens die Kontaktbrucken durch 
die VerguBmasse vollstandig eingeschlossen sind. 
[0022] Da der Bondkanal gegentiber den tibrigen Berei- 
chen des Miniaturgehauses vollkornmen abgedichtet ist und 35 
somit kein Mengenverlust eintritt, kann die Fiillhohe der 
VerguBmasse durch Vorgabe der Fullmenge beim Dispensie- 
ren bestimmt werden. 

[0023] Die Erfindung soil nachfolgcnd an cincm Ausfuh- 
rungsbeispiel naher erlautert werden. In der zugehdrigen 40 
Zeichnung zeigen: 

[0024] Fig* 1 eine Draufsicht auf eine schematische Dar- 
stellung einer mit einem Rahmen ausgestatteten Tragerpla- 
tine; und 

[0025] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung der 45 
Verpackung fur ein Haibleiterchip. 

[0026] Die aus Fig* 1 ersichtliche Tragerplatine 1 stellt ei- 
nen Ausschnitt mit einem Einzelbereich 2 dar, wobei die 
einander benachbarten Einzelbereiche 2 durch Sollbruch- 
stellen 3 und Schlitze 4 gegeneinander abgegrenzt sind. Die 50 
Sollbruchstellen 3 erlauben in Verbindung mit den Schlitzen 
4 nach der Fertigstellung der Verpackungen eine einfache 
Vcrcinzclung der Einzelbereiche 2 bcispiclswcisc durch 
Stanzen. 

[0027] Jeder Einzelbereich 2 besitzt einen zentralen 55 
Schlitz 5 und ist auf einer Seite mit Leitbahnen 7 und Lan- 
ding Pads fiir das spate r herzustellende Micro-Ball Grid Ar- 
ray 6 versehen, die bis an den Schlitz 5 heranreichen. 
[0028] Das Micro-Ball Grid Array 6 dient zur elektrischen 
und mechanischen Kontaktierung der kompletten Anord- 60 
nung auf einer nicht dargestellten Leiterplatte. 
[0029] Weiterhin befinden sich auf der dem Micro-Ball 
Grid Array 6 gegenilberliegenden Seite der TVagerpladne 1 
sogenannte Abstandshalter 8 (Nubbins), die in parallelen 
Reihcn neben dem Schlitz 5 angeordnet sind (Fig. 2). Diese 65 
Abstandshalter 8 bestehen liblicherweise aus Silikon. Wei- 
terhin ist ein Rahmen 9 vorgesehen, der den Schlitz 5 urn- 
gibt. Der Rahmen 9 besteht ebenfalls aus Silikon und ist da- 



bei so ausgebildet, daB dessen Hohe genau der Hohe der Ab- 
standshalter 8 entspricht. Dadurch ist es moglich, einen 
Haibleiterchip 10 auf den Abstandshaltern 8 und gleichzei- 
tig auf dem Rahmen 9 durch Chipkleben zu befestigen. Die 
Befesugung des Halbleiterchips 10 mit einem Klebstoff 13 
erfolgt dabei mit der aktiven Seite (also Face down) auf den 
Abstandshaltern 8 und dem Rahmen 9, wobei die Halbleiter- 
chips 10 mit einer zentralen Reihe von Boridpads 11 verse- 
hen sein mussen. 

[0030] Die elektrische Verbindung der Bondpads 11 und 
der Leitbahnen 7 auf der Tragerplatine 1 mit Kontaktbriik- 
ken 12 kann wie iiblich durch Lead- oder Drahtbonden er- 
folgen. 

[0031] Nachdem die eiektrische Verbindung hergestellt 
worden ist, kann in einem abschlieBenden Schritt das Ver- 
rullen des Bondkanales, der durch den Schlitz 5 und den 
Rahmen 9 einerseits und das Haibleiterchip 10 andererseits 
begrenzt wird, vorgenommen werden. Die Fullhoheder Ver- 
guBmasse ist dabei mindestens so hoch zu wahlen, daB we- 
nigstens die Kontaktbrilcken 12 durch die VerguBmasse 
vollstandig eingeschlossen sind. Die Fiillhohe der VerguB- 
masse kann einfach durch die Vorgabe der Fullmenge beim 
Dispensieren bestimmt werden. Das ist dadurch moglich, 
daB durch den Rahmen 9 eine vollstandige Abdichtung des 
Bondkanales crrcicht wird, die das Eindringcn der VerguB- 
masse in den Zwischenraum zwischen Haibleiterchip 10 
und Tragerplatine 1 zuverlassig verhindert, so daB kein 
Mengenverlust eintreten kann. 

[0032] Die VerguBmasse kann wie iiblich aus Silikon be- 
stehen und dick- oder diinntlussig sein. Besonders vorteil- 
haft ist es, daB es infolge des den Schlitz 5 umgebenden 
Rahmens 9 weiterhin moglich ist, den thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten der VerguBmasse an den thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten des Halbleiterchips 10 anzupas- 
sen. Das kann einfach dadurch erfolgen, daB der VerguB- 
masse ein hoher Anteil an Si-Partikeln beigemischt wird. 
Die VerguBmasse kann relativ zahflussig sein, da es nur dar- 
auf ankommt, den Bondkanal zu fullen und keinerlei Kapil- 
larwirkung ausgenutzt werden muB. 

Bezugszeichenliste 

1 Tragerplatine 

2 Einzelbereich 

3 Sollbruchstelle 

4 Schlitz 

5 Schlitz (Slot) 

6 Micro-Ball Grid Array 

7 Leitbahn 

8 Abstandshalter (Nubbin) 

9 Rahmen 

10 Haibleiterchip 

11 Bondpad 

12 Kontaktbriicke 

13 Klebstoff 

Patentanspruche 

1. Verpackung fur einen Haibleiterchip, insbesondere 
fur CSP, uBC jA oder FBGA Verpackungen, mit einer 
lYSgerplatine aus einem Polyimid. wobei die Trager- 
platine einen zentralen Schlitz aufweist und auf einer 
Seite mit Leitbahnen und einem Micro-Ball Grid Array 
so wie auf der anderen Seite neben dem Schlitz mit 
mehreren Reihen von Abstandshaltern, die den Haib- 
leiterchip durch Chipkleben aufnehmen, versehen ist 
und bei dem die Bondpads linicnfSrmig zentral auf 
dem Haibleiterchip angeordnet und uber durch den 
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Schlitz gefuhrte Kontaktbriicken mit den Leiterbahnen 
auf der Tragerplatine verbunden sind, wobei auf der 
TYagerpiatine (1) auf der Seite der Abstandshalter (8) 
ein den Schlitz (5) unmittelbar umgebender Rahmen 
(9) vorgesehen ist, der die gleiche Hohe aufweist, wie 5 
die Abstandshalter (8) und der zumindest auf der Chip- 
seite eine Klebekante aufweist und daB der Schlitz (5) 
und der diesen uingebende Rahmen (9) wenigstens teil- 
weise rnit einer VerguBmasse verfullt ist. 

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 10 
zcichnct, daB der Rahmen (9) mit der Tragerplatine (1) 
verklebtist. 

3. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Rahmen (9) ebenso wie die Abstands- 
halter (8) auf die Tragerplatine aufgedruckt sind. L5 

4. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die VerguBmasse aus Sili- 
con besteht. 

5. Verpackung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der thermische Ausdehnungskoeffizient 20 
der VerguBmasse an den thermischen Ausdehnungsko- 
effizienten des Halbleitexchips (10) angepaBt ist. 

6. Verpackung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die VerguBmasse einen hohen Anteil an 
Si-Partikcln cnthalt. 25 

7. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die VerguBmasse als Glob 
Top ausgebildet ist 

8. Verpackung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fullhohe der VerguB- 30 
masse in dem nach dem Chipkleben gebildeten Bond- 
kanal, der durch den Schlitz (5) und den Rahmen (9) ei- 
nerseits und durch das gebondete Halbleiterchip (10) 
andererseits begrenzt wird, so hoch gewahlt ist, daB 
mindestens die Kontaktbriicken (12) durch die VerguB- 35 
masse vollstandig eingeschlossen sind. 
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